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(54) Bezeichnung: Siliziumcarbidpulver und Verfahren fiir die Herstellung von Siliziumcarbidpulver

(57) Zusammenfassung: Es werden ein Siliziumcarbidpulver
fur die Siliziumcarbidkristallziichtung und ein Verfahren fiir
die Herstellung eines Siliziumcarbidpulvers angegeben. Das
Siliziumcarbidpulver wird durch Erhitzen eines Gemisches
(3) aus einem Siliziumstiickchen (1) und einem Kohlen-
stoffpulver (2) und anschlieRendem Pulverisieren des Gemi-
sches ausgebildet und besteht im wesentlichen aus Silizium-
carbid.
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Beschreibung
TECHNISCHES GEBIET

[0001] Die vorliegende Erfindung bezieht sich auf ein
Siliziumcarbidpulver und ein Verfahren fur die Her-
stellung des Siliziumcarbidpulvers.

HINTERGRUND DER ERFINDUNG

[0002] In den vergangenen Jahren wurden Silizium-
carbid-(SiC-)Monokristalle als Halbleitersubstrate fir
die Herstellung von Halbleitervorrichtungen verwen-
det. SiC hat eine Bandliicke die grofRer ist als die von
Silizium (Si), das in gré3erem Malde verwendet wur-
de. Somit hat eine Halbleitervorrichtung, bei der SiC
verwendet wird, vorteilhafterweise eine hohe Durch-
schlagsspannung, einen geringen Durchlasswider-
stand und Eigenschaften, die in einer Umgebung mit
hoher Temperatur mit geringerer Wahrscheinlichkeit
beeintrachtigt werden. Aus diesem Grund wurde der
Halbleitervorrichtung, bei der SiC Verwendung findet,
Aufmerksamkeit geschenkt.

[0003] Beispielsweise offenbart die Patentlitera-
tur 1 (Japanische Patentoffenlegungsschrift Nr.
JP 2005314217 A) ein Verfahren fur die Herstellung
eines Ausgangsmaterials fur die Zlchtung eines SiC-
Monokristalls. Hier offenbart die Patentliteratur 1 ein
Verfahren fur die Vorbereitung eines Ausgangsma-
terials fur die Zuchtung eines SiC-Monokristalls, bei
dem wenigstens ein Kohlenstoff-(C-)Material einer
Hochtemperatur-Wéarmebehandlung von nicht weni-
ger als 1.400°C und nicht mehr als 2.600°C in ei-
ner Inertgasatmosphére bei einem Druck von 1,3 Pa
oder weniger ausgesetzt wird, um so eine Borkon-
zentration von 1 ppm oder weniger zu erreichen, wor-
auf dieses mit einem Silizium-Ausgangsmaterial ge-
mischt wird, das eine Borkonzentration hat, die ge-
ringer ist als jene des Kohlenstoff-Ausgangsmaterials
(siehe beispielsweise Anspruch 1 der Patentliteratur

1).
LITERATURNACHWEIS
PATENTLITERATUR

[0004] PTL 1: Japanische Patentoffenlegungsschrift
Nr. JP 2005314217 A

UBERSICHT UBER DIE ERFINDUNG
TECHNISCHES PROBLEM

[0005] Bei dem Verfahren, das in der Patentliteratur
1 beschrieben ist, ist es jedoch fir die Verminderung
der Borkonzentration notwendig, den Schritt auszu-
fuhren, bei dem das Kohlenstoff-Ausgangsmaterial
zundchst einer Hochtemperatur-Warmebehandlung
bei einer Temperatur von nicht weniger als 1.400°C
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und nicht mehr als 2.600°C in einer Inertgasatmo-
sphére bei einem Druck von 1,3 Pa oder weniger aus-
gesetzt wird. Zudem ist es bei dem Verfahren, das in
der Patentliteratur 1 beschrieben ist, notwendig, das
Silizium-Ausgangsmaterial vorzubereiten, das eine
Borkonzentration hat, die geringer ist als die Borkon-
zentration des Kohlenstoff-Ausgangsmaterials und
durch Ausfuhren der Wéarmebehandlung verringert
wird, wie es oben beschrieben ist.

[0006] Als Ergebnis einer Analyse des Ausgangs-
materials, das mit Hilfe des Verfahrens vorbereitet
wurde, das in der Patentliteratur 1 beschrieben ist,
hat sich gemafl einem Roéntgenstrahl-Beugungsver-
fahren mit unterschiedlichen Réntgenstrahl-Eindring-
tiefen gezeigt, dass SiC lediglich in einem Ober-
flachenabschnitt des Ausgangsmaterials ausgebildet
wurde und C als einfache Substanz in dem Aus-
gangsmaterial vorhanden war.

[0007] Wird ein SiC-Monokristall unter Verwendung
eines derartigen Ausgangsmaterials gezilchtet, bei
dem SiC lediglich in dessen Oberflache ausgebildet
wird, muss infolge der geringen Filldichte desselben
eine grol’e Menge des Ausgangsmaterials in einen
Schmelztiegel eingebracht werden, um eine vorbe-
stimmte Menge des SiC-Monokristalls zu erzielen.

[0008] Angesichts der oben beschriebenen Umstan-
de besteht das Ziel der vorliegenden Erfindung darin,
ein Siliziumcarbidpulver, das auf einfachere Art und
Weise hergestellt werden kann und hochreines Sili-
ziumcarbid enthalt, wie auch ein Verfahren zum Her-
stellen eines derartigen Siliziumcarbidpulvers anzu-
geben.

LOSUNG DES PROBLEMS

[0009] Die vorliegende Erfindung gibt ein Silizium-
carbidpulver fur die Zichtung eines Siliziumcarbid-
kristalls an, wobei das Siliziumcarbidpulver durch Er-
hitzen eines Gemisches aus einem Siliziumstick-
chen und einem Kohlenstoffpulver und anschlielen-
dem Pulverisieren des Gemisches ausgebildet wird
und im wesentlichen aus Siliziumcarbid besteht.

[0010] Hier ist Kohlenstoff vorzugsweise als einfa-
che Substanz in dem Siliziumcarbidpulver der vorlie-
genden Erfindung mit einem Gehalt von 50 Massen-
% oder weniger vorhanden.

[0011] Weiterhin ist Kohlenstoff vorzugsweise als
einfache Substanz in dem Siliziumcarbidpulver der
vorliegenden Erfindung mit einem Gehalt von 10
Massen-% oder weniger vorhanden.

[0012] Zudem enthélt das Siliziumcarbidpulver der
vorliegenden Erfindung vorzugsweise Bor mit einem
Gehalt von 0,5 ppm oder weniger sowie Aluminium
mit einem Gehalt von 1 ppm oder weniger.
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[0013] Dartiber hinaus hat das Siliziumcarbidpul-
ver der vorliegenden Erfindung vorzugsweise einen
durchschnittlichen Korndurchmesser von nicht weni-
ger als 10 ym und nicht mehr als 2 mm.

[0014] Die vorliegende Erfindung gibt ein Verfahren
fur die Herstellung eines Siliziumcarbidpulvers fir die
Zichtung eine Siliziumcarbidkristalls an, das folgen-
de Schritte umfasst: Vorbereiten eines Gemisches
durch Mischen eines Siliziumstiickchens und eines
Kohlenstoffpulvers; Vorbereiten eines Siliziumcarbid-
pulver-Prakursors durch Erhitzen des Gemisches auf
nicht weniger als 2.000°C und nicht mehr als 2.500°C
und Vorbereiten des Siliziumcarbidpulvers durch Pul-
verisieren des Siliziumcarbidpulver-Prakursors.

[0015] Hier hat bei dem Verfahren fir die Herstel-
lung des Siliziumcarbidpulvers bei der vorliegenden
Erfindung das Kohlenstoffpulver vorzugsweise einen
durchschnittlichen Korndurchmesser von nicht weni-
ger als 10 ym und nicht mehr als 200 pm.

VORTEILHAFTE AUSWIRKUNGEN
DER ERFINDUNG

[0016] Gemal der vorliegenden Erfindung kann ein
Siliziumcarbidpulver, das auf einfachere Art und Wei-
se hergellt werden kann und hochreines Siliziumcar-
bid enthalt, wie auch ein Verfahren fir die Herstel-
lung eines derartigen Siliziumcarbidpulvers angege-
ben werden.

KURZE BESCHREIBUNG DER ZEICHNUNGEN

[0017] Fig. 1 ist eine schematische Querschnittsan-
sicht, die einen Teil eines Herstellungsvorgangs bei
einem beispielhaften Verfahren zur Herstellung eines
Siliziumcarbidpulvers fir die Zichtung eines Silizium-
carbidkristalls bei der vorliegenden Erfindung zeigt.

[0018] Fig. 2 ist eine schematische Aufsicht eines
beispielhaften Siliziumstliickchens, das bei der vorlie-
genden Erfindung verwendet wird.

[0019] Fig. 3 ist eine schematische Aufsicht eines
beispielhaften Siliziumcarbidpulver-Prakursors, der
bei dem Schritt des Vorbereitens eines Siliziumcar-
bidpulver-Prékursors bei der vorliegenden Erfindung
vorbereitet wird.

[0020] Fig. 4 zeigt ein Profil, das die Temperatur ei-
nes Graphitschmelztiegels und den Druck eines elek-
trischen Ofens relativ zu verstrichener Zeit bei Bei-
spiel 1 darstellt.

BESCHREIBUNG DER AUSFUHRUNGSFORMEN
[0021] Im folgenden wird ein beispielhaftes Verfah-

ren fir die Herstellung eines Siliziumcarbidpulvers
zum Zichten eines Siliziumcarbidkristalls bei der vor-
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liegenden Erfindung beschrieben. Es wird darauf hin-
gewiesen, dass ein anderer Schritt (andere Schritte)
enthalten sein kann (kénnen), der (die) vor oder nach
jedem der im folgenden erlauterten Schritte erfolgt
(erfolgen).

<Schritt des Vorbereitens des Gemisches>

[0022] Es wird ein erster Schritt des Vorbereitens ei-
nes Gemisches 3 durch Mischen von Siliziumstuck-
chen 1 und Kohlenstoffpulvern 2 ausgefihrt, wie es in
einer schematischen Querschnittsansicht von Fig. 1
gezeigt ist. Der Schritt des Vorbereitens des Ge-
misches 3 kann beispielsweise durch Einfiillen von
Siliziumstiickchen 1 und Kohlenstoffpulvern 2 in ei-
nen Graphitschmelztiegel 4 und Mischen derselben
in dem Graphitschmelztiegel 4 ausgefiihrt werden,
um das Gemisch 3 vorzubereiten. Alternativ kann das
Gemisch 3 durch Mischen von Siliziumstiickchen 1
und Kohlenstoffpulvern 2 ausgefiihrt werden, bevor
diese in den Graphitschmelztiegel 4 gefiillt werden.

[0023] Hier wird fir jedes Siliziumstiickchen 1 bei-
spielsweise vorzugsweise ein Siliziumstickchen 1
verwendet, das einen Durchmesser d hat, der in der
schematischen Aufsicht von Fig. 2 gezeigt ist und ei-
nen Durchmesser von nicht weniger als 0,1 mm und
nicht mehr als 5 cm hat. Besser ist es, ein Silizium-
stiickchen 1 zu verwenden, das einen Durchmesser
d von nicht weniger als 1 mm und nicht mehr als
1 cm hat. In diesem Fall ist es sehr wahrscheinlich,
dass man hochreine Siliziumcarbidpulver erhalt, die
aus Siliziumcarbid bis zu ihrem Inneren bestehen. Es
wird darauf hingewiesen, dass hier mit dem Begriff
"Durchmesser” beabsichtigt ist, die Lange des langs-
ten der Streckensegmente zu bezeichnen, das zwei
Punkte auf der dessen Oberflache verbindet.

[0024] Als jedes der Kohlenstoffpulver 2 wird vor-
zugsweise ein Kohlenstoffpulver verwendet, das
einen durchschnittlichen Korndurchmesser (Durch-
schnittswert der entsprechenden Durchmesser der
Kohlenstoffpulver 2) von nicht weniger als 10 ym und
nicht mehr als 200 ym hat. In diesem Fall ist es sehr
wahrscheinlich, dass man hochreine Siliziumcarbid-
pulver erhalt, die aus Siliziumcarbid bis zu ihrem In-
neren bestehen.

<Schritt des Vorbereitens des
Siliziumcarbidpulver-Prakursors>

[0025] Als nachstens wird der Schritt des Vorbe-
reitens eines Siliziumcarbidpulver-Prakursors durch
Erhitzen des Gemisches 3, das wie oben erlautert
vorbereitet wurde, auf nicht weniger als 2.000°C
und nicht mehr als 2.500°C ausgefiihrt. Der Schritt
des Vorbereitens des Siliziumcarbidpulver-Prakur-
sors kann durch Erhitzen des Gemisches 3, das Silizi-
umstlickchen 1 und Kohlenstoffpulver 2 enthalt und in
einen Graphitschmelztiegel 4 gefiillt ist, wie es oben
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beschrieben ist, auf eine Temperatur von nicht weni-
ger als 2.000°C und nicht mehr als 2.500°C in einer
Inertgasatmosphare bei einem Druck von nicht weni-
ger als 1 kPa und nicht mehr als 1,02 x 10° Pa, vor-
zugsweise beispielsweise nicht weniger als 10 kPa
und nicht mehr als 70 kPa ausgefihrt werden. Dem-
zufolge reagieren in einem Graphitschmelztiegel 4
das Silizium der Siliziumstiickchen 1 und der Kohlen-
stoff der Kohlenstoffpulver 2 miteinander, um Silizi-
umcarbid zu bilden, das eine Verbindung aus Silizi-
um und Kohlenstoff ist. Auf diese Weise wird der Si-
liziumcarbidpulver-Prakursor vorbereitet.

[0026] Wenn hier die Erhitzungstemperatur geringer
als 2.000°C ist, schreitet die Reaktion von Silizium
und Kohlenstoff nicht fort, um in das Innere vorzu-
dringen, da die Erhitzungstemperatur zu gering ist.
Dies fuihrt zu einem Fehler bei der Vorbereitung ei-
nes hochreinen Siliziumcarbidpulver-Prakursors, der
aus Siliziumkarbid bis zu seinem Inneren besteht.
Wenn im Gegensatz dazu die Erhitzungstemperatur
2.500°C uberschreitet, schreitet die Reaktion von Si-
lizium und Kohlenstoff zu weit fort, so dass das Si-
lizium aus dem Siliziumcarbid desorbiert wird, das
durch die Reaktion von Silizium und Kohlenstoff ge-
bildet wird, da die Erhitzungstemperatur zu hoch ist.
Dies fUhrt zu einem Fehler bei der Vorbereitung eines
hochreinen Siliziumcarbidpulver-Prékursors, der aus
Siliziumcarbid bis zu seinem Inneren besteht.

[0027] Bei der obigen Beschreibung kann als das
Inertgas ein Gas verwendet werden, das wenigstens
ein Gas umfasst, das aus der Gruppe gewahlt ist, die
beispielsweise aus Argon, Helium und Stickstoff be-
steht.

[0028] Weiterhin wird das Gemisch 3 aus Silizium-
stiickchen 1 und Kohlenstoffpulvern 2 vorzugsweise
fur nicht weniger als 1 Stunde und nicht mehr als 100
Stunden erhitzt. In diesem Fall ist es wahrscheinlich,
dass die Reaktion von Silizium und Kohlenstoff aus-
reichend erfolgt ist, wodurch ein exzellenter Silizium-
carbidpulver-Prakursor vorbereitet wird.

[0029] Weiterhin ist es vorzuziehen, den Schritt des
Verringerns des Atmospharendrucks nach der oben
beschriebenen Erhitzung auszufihren. In diesem Fall
ist es wahrscheinlich, dass sich Siliziumcarbid bis
zum Inneren jedes der im folgenden beschriebenen
Siliziumcarbid-Kristallkérner gebildet hat, die den Si-
liziumcarbidpulver-Prakursor bilden.

[0030] Fur den Fall, dass der Atmospharendruck auf
einen Druck von 10 kPa oder weniger bei dem Schritt
des Verringerns des Atmosphéarendrucks verringert
wird, dauert es vorzugsweise 10 Stunden oder weni-
ger, besser 5 Stunden oder weniger und bestenfalls
1 Stunde oder weniger, um den Druck zu verringern.
Wird der Druck fir 10 Stunden oder weniger, vor-
zugsweise 5 Stunden oder weniger und insbesonde-
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re 1 Stunde oder weniger verringert, kann die Desorp-
tion von Silizium aus dem Siliziumcarbid, das durch
die Reaktion von Silizium und Kohlenstoff gebildet
wird, in geeigneter Weise unterdriickt werden, wo-
durch ein exzellenter Siliziumcarbidpulver-Prakursor
vorbereitet werden kann.

[0031] Weiterhin kann nach Verringern des Atmo-
spharendrucks auf einen Druck von 10 kPa oder we-
niger, wie es oben erldutert wurde, der Atmospha-
rendruck auf einen Druck von 50 kPa oder mehr er-
héht werden, indem diesem ein Inertgas zugefihrt
wird, worauf der Siliziumcarbidpulver-Prakursor auf
Raumtemperatur von 25°C gekuhlt werden kann. Al-
ternativ kann bei Beibehaltung des Drucks auf 10 kPa
oder weniger der Siliziumcarbidpulver-Prékursor auf
Raumtemperatur (25°C) gekuhlt werden.

[0032] Fig. 3 zeigt eine schematische Aufsicht ei-
nes Beispiels des Siliziumcarbidpulver-Prakursors,
der mit dem Schritt des Vorbereitens des Silizium-
carbidpulver-Prakursors vorbereitet wurde. Hier ist
der Siliziumcarbidpulver-Prékursor 6 ein Aggregat
der Vielzahl von Siliziumcarbidkristallkdrner 5 und be-
steht aus Siliziumcarbidkristallkérnern 5, die mitein-
ander verbunden sind.

<Schritt des Vorbereitens
des Siliziumcarbidpulvers>

[0033] Als nachstes wird der Schritt des Vorberei-
tens der Siliziumcarbidpulver durch Pulverisieren des
Siliziumcarbidpulver-Prakursors 6 beschrieben, der
in der oben beschriebenen Art und Weise vorberei-
tet wurde. Der Schritt des Vorbereitens der Silizium-
carbidpulver kann beispielsweise durch Pulverisieren
des Siliziumcarbidpulver-Prakursors 6, der das Ag-
gregat der Vielzahl von Siliziumcarbidkristallkérnern
5 ist, die in Fig. 3 gezeigt sind, unter Verwendung ei-
nes Monokristall- oder Polykristall-Siliziumcarbidblo-
ckes oder eines Werkzeuges ausgefiihrt werden, das
mit Siliziumcarbid eines Monokristalls oder eines Po-
lykristalls beschichtet ist.

[0034] Wird der Siliziumcarbidpulver-Prakursor 6 mit
Hilfe eines anderen Gegenstandes als dem Silizium-
carbid-Monokristall oder -Polykristall pulverisiert, ist
es vorzuziehen, die Siliziumcarbidpulver mit Hilfe ei-
ne Saure zu reinigen, die wenigstens eine Saure um-
fasst, die aus einer Gruppe gewahlt ist, die beispiels-
weise aus Salzsaure, Konigswasser und Flusssaure
besteht. Wenn der Siliziumcarbidpulver-Prakursor 6
beispielsweise mit einem Gegenstand aus Stahl pul-
verisiert wird, besteht die Wahrscheinlichkeit, dass
sich Metallverunreinigungen, wie etwa Eisen, Nickel
und Kobalt, mit den Siliziumcarbidpulvern, die man
durch die Pulverisierung erhalt, vermischen oder an
diesen haften. Um derartige Metallverunreinigungen
zu entfernen, ist es vorzuziehen, diese mit Hilfe der
oben beschriebenen Saure zu reinigen.
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<Siliziumcarbidpulver>

[0035] Nicht nur die Oberflache, sondern auch das
Innere jedes der Siliziumcarbidpulver, die in der oben
beschriebenen Art und Weise vorbereitet werden, be-
stehen mit hoher Wahrscheinlichkeit aus Siliziumkar-
bid. Somit besteht das Siliziumcarbidpulver im we-
sentlichen aus Siliziumcarbid. Es wird darauf hinge-
wiesen, dass der Ausdruck "im wesentliche aus Sili-
ziumcarbid bestehend” bedeutet, dass 99 Massen-%
oder mehr des Siliziumcarbidpulvers aus Siliziumcar-
bid besteht.

[0036] Bei dem Ausgangsmaterial, das beispielswei-
se durch das herkdmmliche Verfahren vorbereitet
wurde, dass in der Patentliteratur 1 beschrieben ist,
ist der Verunreinigungsgehalt, der aus Kohlenstoff
gebildet wird, der als einfache Substanz in dem Ober-
flachenabschnitt enthalten ist, gering, der Kohlen-
stoffgehalt, der als einfache Substanzin dem Oberfla-
chenabschnitt und dem Inneren desselben enthalten
ist, jedoch groRer als 50 Massen-%. In der Patentlite-
ratur 1 wurde lediglich die Oberflache des Ausgangs-
materials mit Hilfe des Rontgenstrahl-Beugungsver-
fahrens analysiert, wobei das Innere desselben nicht
mit Hilfe des Rdéntgenstrahl-Beugungsverfahrens mit
erhdhten Eindringtiefen analysiert wurde. Somit wur-
de bei der Patentliteratur 1 des Standes der Tech-
nik nicht bemerkt, dass Kohlenstoff als einfache Sub-
stanz vorhanden war, da die Reaktion von Silizium
und Kohlenstoff nicht bis zum Inneren des Ausgangs-
materials fortgeschritten war, das mit dem herkémm-
lichen Verfahren vorbereitet worden war, wie es in der
Patentliteratur 1 beschrieben ist.

[0037] Im Gegensatz dazu schreitet die Reaktion im
Vergleich zu dem Ausgangsmaterial, das mit dem
herkdmmlichen Verfahren aus der Patentliteratur 1
vorbereitet wurde, fort, um Siliziumcarbid im Inneren
des Siliziumcarbidpulvers der vorliegenden Erfindung
zu bilden. Somit kann der Gehalt des Kohlenstoffs,
der als einfache Substanz in dem Siliziumcarbidpul-
ver vorhanden ist, 50 Massen-% oder weniger, vor-
zugsweise jedoch 10 Massen-% des Siliziumcarbid-
pulvers oder weniger betragen. Somit kann das Sili-
ziumcarbidpulver bei der vorliegenden Erfindung ein
Siliziumcarbidpulver sein, das hochreines Silizium-
carbid enthalt.

[0038] Da das Siliziumcarbidpulver der vorliegen-
den Erfindung aus dem hochreinen Siliziumcarbid be-
steht, wie es oben erlautert wurde, kann der Bor-
gehalt 0,5 ppm oder weniger und der Aluminiumge-
halt 1 ppm oder weniger in dem Siliziumcarbidpul-
ver betragen. Insbesondere betragt der Borgehalt in
dem Siliziumcarbidpulver der vorliegenden Erfindung
0,00005 Massen-% des gesamten Siliziumcarbidpul-
vers oder weniger und der Aluminiumgehalt darin O,
00001 Massen-% des gesamten Siliziumcarbidpul-
vers oder weniger.
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[0039] Weiterhin ist der durchschnittliche Korn-
durchmesser der Siliziumcarbidpulver bei der vor-
liegenden Erfindung vorzugsweise nicht kleiner als
10 pm und nicht gréRer als 2 mm. Ist der durch-
schnittliche Korndurchmesser des Siliziumcarbidpul-
vers nicht geringer als 10 pm und nicht gré3er als 2
mm, kann der Graphitschmelztiegel mit den Silizium-
carbidpulvern mit einer hohen Flilldichte fur die Kris-
tallzlichtung des Siliziumcarbidkristalls beflllt wer-
den, wobei die Rate der Siliziumcarbidkristallztich-
tung mit Wahrscheinlichkeit hoch ist. Es wird dar-
auf hingewiesen, dass mit dem Begriff "durchschnitt-
licher Korndurchmesser der Siliziumcarbidpulver” be-
absichtigt ist, einen Durchschnittswert der jeweiligen
Durchmesser der einzelnen Siliziumcarbidpulver zu
bezeichnen.

[0040] Wie es oben erlautert wurde, ist es bei der
vorliegenden Erfindung im Gegensatz zu dem her-
kémmlichen Verfahren, das in der Patentliteratur 1
beschrieben ist, nicht erforderlich, die Vorbehand-
lung an dem Kohlenstoff-Ausgangsmaterial auszu-
fuhren und das Silizium-Ausgangsmaterial vorzube-
reiten, das eine Borkonzentration hat, die geringer ist,
als jene des Kohlenstoff-Ausgangsmaterials, dass ei-
ner Vorbehandlung unterzogen wurde. Somit kbnnen
bei der vorliegenden Erfindung die Siliziumcarbidpul-
ver fur die Siliziumcarbidkristallzichtung auf einfa-
chere Art und Weise hergestellt werden.

[0041] Zudem besteht bei Kohlenstoff eine hohe
Wahrscheinlichkeit, dass er als einfache Substanz
innerhalb des Ausgangsmaterials zurtickbleibt, das
durch das herkémmliche Verfahren vorbereitet wird,
das in der Patentliteratur 1 beschrieben ist. Im Ge-
gensatz zu dem Ausgangsmaterial, das mit dem her-
kémmlichen Verfahren vorbereitet wird, das in der
Patentliteratur 1 beschrieben ist, schreitet bei der vor-
liegenden Erfindung die Reaktion von Silizium und
Kohlenstoff so weit fort, dass sie das Innere jedes der
Siliziumcarbidpulver erreicht, um im Inneren davon
Siliziumcarbid zu bilden, wodurch man Pulver erhalt,
die aus einem hochreinen Siliziumcarbid bestehen.
Demzufolge kann bei der vorliegenden Erfindung ei-
ne Menge der Siliziumcarbidpulver zum Beflllen des
Schmelztiegels fur die Zichtung des Siliziumcarbid-
kristalls im Vergleich zu dem Fall verringert werden,
bei dem das Ausgangsmaterial verwendet wird, das
in der Patentliteratur 1 des Standes der Technik be-
schrieben ist. Somit kann der Anteil des Ausgangs-
materials, das in den Schmelztiegel einzubringen ist,
gering sein. Damit kann bei der vorliegenden Erfin-
dung der Schmelztiegel, der fiir die Herstellung des
Siliziumcarbidkristalls verwendet wird, in seiner Gro-
Re vermindert werden, was zu einer Verringerung der
Vorrichtungsgrof3e fuhrt. Fir den Fall einer Verwen-
dung eines Schmelztiegels, der so grolB} ist, wie der
Schmelztiegel in der Patentliteratur 1 des Standes
der Technik, kann ein groRerer Siliziumcarbidkristall
gezlchtet werden.
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[0042] Weiterhin besteht das Siliziumcarbidpulver
der vorliegenden Erfindung aus einem hochreinen
und hochdichten Siliziumcarbid. Wenn ein Silizium-
carbidkristall unter Verwendung des Siliziumcarbid-
pulvers der vorliegenden Erfindung geziichtet wird,
kann somit eine durchschnittliche Kristallzichtungs-
rate des Siliziumcarbidkristalls héher sein, als jene fur
den Fall, dass das Ausgangsmaterial verwendet wird,
das in der Patentliteratur 1 des Standes der Technik
beschrieben ist. Wenn ein Siliziumcarbidkristall mit
Hilfe der Siliziumcarbidpulver der vorliegenden Erfin-
dung vorbereitet wird, kann daher der Siliziumcarbid-
kristall effizienter hergestellt werden.

[0043] Wie es oben erldutert wurde, kbnnen geman
der vorliegenden Erfindung Siliziumcarbidpulver, die
hochreines Siliziumcarbid enthalten, auf einfache Art
und Weise hergestellt werden.

[Beispiele]
<Beispiel 1>

[0044] Zunachst wurden als Siliziumstlickchen ei-
ne Vielzahl von Siliziumstlickchen vorbereitet, die je-
weils einen Durchmesser von nicht weniger als 1
mm und nicht mehr als 1 cm hatten. Als Kohlenstoff-
pulver wurden Kohlenstoffpulver vorbereitet, die ei-
nen durchschnittlichen Korndurchmesser von 200 pm
hatten. Hier war jedes der Siliziumstiickchen ein Sili-
ziumchip mit einer Reinheit von 99,999999999% fiir
das Monokristallziehen.

[0045] Als nachstes wurden 154,1 g der Silizium-
stiickchen und 65,9 g der Kohlenstoffpulver leicht ge-
mischt, um ein Gemisch zu erhalten, das anschlie-
Rend in einen Graphitschmelztiegel eingebracht wur-
de. Der hier verwendete Graphitschmelztiegel war
zuvor auf 2.300°C in einem Hochfrequenzofen unter
Argongas mit einem verminderten Druck von 0,013
Pa erhitzt und fiir 14 Stunden dort belassen worden.

[0046] Als nachstes wurde der Graphitschmelztie-
gel, in dem sich das Gemisch aus den Siliziumstuck-
chen und den Kohlenstoffpulvern befand, wie es oben
beschrieben wurde, in einen elektrischen Ofen ge-
bracht und einem Unterdruck von 0,01 Pa ausge-
setzt. AnschlieRend wurde die Atmosphéare durch Ar-
gongas mit einer Reinheit von 99,9999% oder mehr
ersetzt, um einen Druck von 70 kPa in dem elektri-
schen Ofen zu erreichen.

[0047] AnschlieRend wurde, wie in Fig. 4 gezeigt,
unter Beibehaltung des Druckes von 70 kPa in dem
elektrischen Ofen der Graphitschmelztiegel, der das
Gemisch aus Siliziumstickchen und den Kohlenstoff-
pulvern enthielt, auf 2.300°C erhitzt und auf dieser
Temperatur fur 20 Stunden gehalten. Daraufhin wur-
de der Druck in dem elektrischen Ofen innerhalb 2 Mi-
nuten auf 10 kPa verringert. Danach wurde die Tem-
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peratur des Graphitschmelztiegels auf Raumtempe-
ratur (25°C) verringert. Fig. 4 zeigt ein Temperatur-
profil des Graphitschmelztiegels und des Drucks in
dem elektrischen Ofen relativ zur verstrichenen Zeit.
Es wird darauf hingewiesen, dass in Fig. 4 eine Voll-
linie eine Temperaturdnderung des Graphitschmelz-
tiegels darstellt und eine Strichlinie eine Druckande-
rung in dem elektrischen Ofen reprasentiert.

[0048] Als nachstes wurde ein Siliziumcarbidpulver-
Préakursor, der mit der oben erwadhnten Warmebe-
handlung vorbereitet worden war, aus dem Graphit-
schmelztiegel entnommen. Hier zeigte sich als Er-
gebnis der Beobachtung des Siliziumcarbidpulver-
Prakursors, dass der Siliziumcarbidpulver-Prakursor
aus einem Aggregat einer Vielzahl einzelner mitein-
ander verbundener Siliziumcarbidkristallkérner be-
stand.

[0049] SchlieRlich wurde der Siliziumcarbidpulver-
Prakursor, den man wie oben beschrieben erhielt, mit
Hilfe eines Werkzeugs pulverisiert, das mit einem Si-
liziumpolykristall beschichtet war, wodurch die Silizi-
umcarbidpulver von Beispiel 1 vorbereitet waren. Hier
hatten die Siliziumcarbidpulver von Beispiel 1 einen
durchschnittlichen Korndurchmesser von 20 pm.

[0050] Die Siliziumcarbidpulver aus Beispiel 1, die
man wie oben erldutert erhielt, wurden einer Qua-
litdtsanalyse mit Hilfe eines Pulver-Rdéntgenstrahl-
Beugungsverfahrens unterzogen. Ist Cu als das Ziel
fur den Roéntgenstrahl eingestellt, kann die Eindring-
tiefe des Rontgenstrahls 10 um oder mehr betragen.
Demzufolge kénnen die Bestandteile, die das Inne-
re jedes Siliziumcarbidpulvers aus Beispiel 1 bilden,
spezifiziert werden.

[0051] Als Ergebnis der Ausfliihrung der qualitati-
ven Analyse und der quantitativen Analyse (ein-
fache quantitative Messung) an den Bestandteilen
des Siliziumcarbidpulvers von Beispiel 1 mit Hil-
fe des oben erwahnten Pulver-Roéntgenstrahl-Beu-
gungsverfahrens (8-20 Abtastung) wurde bestatigt,
dass ein Verhaltnis eines integrierten Wertes einer
Roéntgenstrahl-Beugungsspitze, die die Existenz von
C kennzeichnet, relativ zu einer Gesamtzahl inte-
grierter Werte von Roéntgenstrahl-Beugungsspitzen,
die jeweils samtlichen Bestandteilen entsprechen,
die das Siliziumcarbidpulver bilden (100 x (der inte-
grierte Wert der Rontgenstrahl-Beugungsspitze, die
die Existenz von C kennzeichnet)/(die Gesamtzahl
der integrierte Werte der Rontgenstrahl-Beugungs-
spitzen, die jeweils samtlichen Bestandteilen ent-
sprechen, die das Siliziumcarbidpulver bilden)), klei-
ner als 1% war. Zudem wurde bestatigt, dass ein Ver-
haltnis eines integrierten Wertes einer Rdntgenstrahl-
Beugungsspitze, die die Existenz von SiC kennzeich-
net, relativ zu der Gesamtzahl integrierter Werte von
Roéntgenstrahl-Beugungsspitzen, die jeweils samtli-
chen Bestandteilen entsprechen, die das Siliziumcar-
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bidpulver bilden (100 x (der integrierte Wert der Ront-
genstrahl-Beugungsspitze, die die Existenz von SiC
kennzeichnet)/(die Gesamtzahl der integrierte Wer-
te der Rontgenstrahl-Beugungsspitzen, die jeweils
samtlichen Bestandteilen entsprechen, die das Silizi-
umcarbidpulver bilden)), 99% oder mehr betrug. So-
mit wurde davon ausgegangen, dass das Siliziumcar-
bidpulver von Beispiel 1 ein hochreines Siliziumcar-
bidpulver war, das im wesentlichen vollstdndig aus
Siliziumcarbid bis zu seinem Inneren bestand (Silizi-
umcarbid mit einem Gehalt von 99 Massen-% oder
mehr) und Kohlenstoff enthielt, der als einfache Sub-
stanz mit einem Gehalt von weniger als 1 Massen-%
vorhanden war.

[0052] Driber hinaus wurden die integrierte Werte
der Réntgenstrahl-Beugungsspitzen des Siliziumcar-
bidpulvers von Beispiel 1 mit dem Pulver-Réntgen-
strahl-Beugungsverfahren verglichen. Als Ergebnis
wurde bestatigt, dass der Gehalt von Bor 0,5 ppm
oder weniger und der Gehalt von Aluminium 1 ppm
oder weniger in dem Siliziumcarbidpulver war.

<Beispiel 2>

[0053] Siliziumcarbidpulver von Beispiel 2 wurden
in derselben Art und Weise wie jene von Beispiel 1
vorbereitet, mit dem Unterschied, dass der Druck in
dem elektrischen Ofen nicht verringert wurde, wor-
auf sie einer qualitativen Analyse und einer quanti-
tativen Analyse unter Verwendung des Pulver-Ront-
genstrahl-Beugungsverfahrens unter denselben Be-
dingungen wie jene bei Beispiel 1 unterzogen wur-
den.

[0054] Als Ergebnis wurde bestétigt, dass ein Ver-
héltnis eines integrierten Wertes einer Réntgenstrahl-
Beugungsspitze, die die Existenz von C kennzeich-
net, relativ zu einer Gesamtzahl integrierter Wer-
te von Roéntgenstrahl-Beugungsspitzen, die jeweils
samtlichen Bestandteilen entsprechen, die das Si-
liziumcarbidpulver bilden, kleiner als 1% war. Zu-
dem wurde bestatigt, dass ein Verhaltnis eines in-
tegrierten Wertes einer Réntgenstrahl-Beugungsspit-
ze, die die Existenz von SiC kennzeichnet, relativ
zu der Gesamtzahl integrierter Werte von Rontgen-
strahl-Beugungsspitzen, die jeweils sdmtlichen Be-
standteilen entsprechen, die das Siliziumcarbidpul-
ver bilden, 99% oder mehr betrug. Somit wurde da-
von ausgegangen, dass das Siliziumcarbidpulver von
Beispiel 2 ebenfalls ein hochreines Siliziumcarbidpul-
ver war, das im wesentlichen vollsténdig aus Silizium-
carbid bis zu seinem Inneren bestand (Siliziumcarbid
mit einem Gehalt von 99 Massen-% oder mehr) und
Kohlenstoff enthielt, der als einfache Substanz mit ei-
nem Gehalt von weniger als 1 Massen-% vorhanden
war.

[0055] Driber hinaus wurden die integrierte Werte
der Réntgenstrahl-Beugungsspitzen des Siliziumcar-
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bidpulvers von Beispiel 2 mit dem Pulver-Réntgen-
strahl-Beugungsverfahren verglichen. Als Ergebnis
wurde bestatigt, dass der Gehalt von Bor 0,5 ppm
oder weniger und der Gehalt von Aluminium 1 ppm
oder weniger in dem Siliziumcarbidpulver war.

<Beispiel 3>

[0056] Siliziumcarbidpulver von Beispiel 3 wurden in
derselben Art und Weise wie jene von Beispiel 1 vor-
bereitet, mit dem Unterschied, dass die Erhitzungs-
temperatur des Graphitschmelztiegels auf 2.000°C
eingestellt wurde, worauf sie einer qualitativen Ana-
lyse und einer quantitativen Analyse unter Verwen-
dung des Pulver-Réntgenstrahl-Beugungsverfahrens
unter denselben Bedingungen wie jene bei Beispiel 1
unterzogen wurden.

[0057] Als Ergebnis wurde bestétigt, dass ein Ver-
haltnis eines integrierten Wertes einer Réntgenstrahl-
Beugungsspitze, die die Existenz von C kennzeich-
net, relativ zu einer Gesamtzahl integrierter Wer-
te von Rontgenstrahl-Beugungsspitzen, die jeweils
samtlichen Bestandteilen entsprechen, die das Si-
liziumcarbidpulver bilden, kleiner als 1% war. Zu-
dem wurde bestétigt, dass ein Verhaltnis eines in-
tegrierten Wertes einer Réntgenstrahl-Beugungsspit-
ze, die die Existenz von SiC kennzeichnet, relativ
zu der Gesamtzahl integrierter Werte von Réntgen-
strahl-Beugungsspitzen, die jeweils sédmtlichen Be-
standteilen entsprechen, die das Siliziumcarbidpul-
ver bilden, 99% oder mehr betrug. Somit wurde da-
von ausgegangen, dass das Siliziumcarbidpulver von
Beispiel 3 ebenfalls ein hochreines Siliziumcarbidpul-
ver war, das im wesentlichen vollstandig aus Silizium-
carbid bis zu seinem Inneren bestand (Siliziumcarbid
mit einem Gehalt von 99 Massen-% oder mehr) und
Kohlenstoff enthielt, der als einfache Substanz mit ei-
nem Gehalt von weniger als 1 Massen-% vorhanden
war.

[0058] Driber hinaus wurden die integrierte Werte
der Rontgenstrahl-Beugungsspitzen des Siliziumcar-
bidpulvers von Beispiel 3 mit dem Pulver-Réntgen-
strahl-Beugungsverfahren verglichen. Als Ergebnis
wurde bestatigt, dass der Gehalt von Bor 0,5 ppm
oder weniger und der Gehalt von Aluminium 1 ppm
oder weniger in dem Siliziumcarbidpulver war.

<Beispiel 4>

[0059] Siliziumcarbidpulver von Beispiel 4 wurden in
derselben Art und Weise wie jene von Beispiel 1 vor-
bereitet, mit dem Unterschied, dass die Erhitzungs-
temperatur des Graphitschmelztiegels auf 2.500°C
eingestellt wurde, worauf sie einer qualitativen Ana-
lyse und einer quantitativen Analyse unter Verwen-
dung des Pulver-Réntgenstrahl-Beugungsverfahrens
unter denselben Bedingungen wie jene bei Beispiel 1
unterzogen wurden.
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[0060] Als Ergebnis wurde bestétigt, dass ein Ver-
héltnis eines integrierten Wertes einer Réntgenstrahl-
Beugungsspitze, die die Existenz von C kennzeich-
net, relativ zu einer Gesamtzahl integrierter Wer-
te von Roéntgenstrahl-Beugungsspitzen, die jeweils
samtlichen Bestandteilen entsprechen, die das Si-
liziumcarbidpulver bilden, kleiner als 1% war. Zu-
dem wurde bestatigt, dass ein Verhaltnis eines in-
tegrierten Wertes einer Réntgenstrahl-Beugungsspit-
ze, die die Existenz von SiC kennzeichnet, relativ
zu der Gesamtzahl integrierter Werte von Rontgen-
strahl-Beugungsspitzen, die jeweils sdmtlichen Be-
standteilen entsprechen, die das Siliziumcarbidpul-
ver bilden, 99% oder mehr betrug. Somit wurde da-
von ausgegangen, dass das Siliziumcarbidpulver von
Beispiel 4 ebenfalls ein hochreines Siliziumcarbidpul-
ver war, das im wesentlichen vollsténdig aus Silizium-
carbid bis zu seinem inneren bestand (Siliziumcarbid
mit einem Gehalt von 99 Massen-% oder mehr) und
Kohlenstoff enthielt, der als einfache Substanz mit ei-
nem Gehalt von weniger als 1 Massen-% vorhanden
war.

[0061] Driber hinaus wurden die integrierte Werte
der Réntgenstrahl-Beugungsspitzen des Siliziumcar-
bidpulvers von Beispiel 4 mit dem Pulver-Réntgen-
strahl-Beugungsverfahren verglichen. Als Ergebnis
wurde bestatigt, dass der Gehalt von Bor 0,5 ppm
oder weniger und der Gehalt von Aluminium 1 ppm
oder weniger in dem Siliziumcarbidpulver war.

<Vergleichsbeispiel 1>

[0062] Zunachst wurden als Kohlenstoff-Ausgangs-
material hochreine Kohlenstoffpulver vorbereitet, die
einer Warmebehandlung bei 2.000°C oder mehr in
einem Halogengas unterzogen wurden. Als ein Sili-
zium-Ausgangsmaterial wurden Siliziumchips, die je-
weils eine Reinheit von 99,999999999% hatten, fir
das Monokristallziehen vorbereitet.

[0063] Hier wurde das Kohlenstoff-Ausgangsmate-
rial einer Vorbehandlung wie folgt unterzogen: das
Kohlenstoff-Ausgangsmaterial wurde in einen Gra-
phitschmelztiegel eingebracht, zusammen mit dem
Graphitschmelztiegel im voraus auf etwa 2.200°C in
einem Hochfrequenzofen unter Argongas bei einem
verminderten Druck von 0,013 Pa erhitzt, und dort fiir
15 Standen belassen.

[0064] Es wird darauf hingewiesen, dass die Borkon-
zentrationen des Kohlenstoff-Ausgangsmaterials und
des Silizium-Ausgangsmaterials, die beide der oben
beschriebenen Vorbehandlung unterzogen wurden,
mit Hilfe von GDMS-Messung (Massenspektrometrie
mit Glimmentladungsquelle) gemessen und mit 0,11
ppm bzw. 0,001 ppm festgestellt wurden.

[0065] Daneben hatten die Siliziumchips, die das
Silizium-Ausgangsmaterial waren, vorwiegend eine
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GrolRe von einigen Millimetern bis zu einigen zehn
Millimetern. Das Kohlenstoff-Ausgangsmaterial, das
der Vorbehandlung unterzogen worden war, hatte ei-
nen durchschnittlichen Korndurchmesser von 92 pm.

[0066] Als nachstes wurden 65,9 g des Kohlenstoff-
Ausgangsmaterials und 154,1 g des Silizium-Aus-
gangsmaterials leicht gemischt und die gemischten
Pulver des Kohlenstoffmaterials und des Silizium-
Ausgangsmaterials in den oben beschriebenen Gra-
phitschmelztiegel eingebracht.

[0067] Als nachstes wurde der Graphitschmelztie-
gel, der somit das Kohlenstoff-Ausgangsmaterial
und das Silizium-Ausgangsmaterial enthielt, in einen
elektrischen Ofen gebracht. AnschlieRend wurde in
dem elektrischen Ofen ein Unterdruck von 0,01 Pa
erzeugt. Daraufhin wurde die Atmosphéare durch Ar-
gongas mit einer Reinheit von 99,9999% oder mehr
ersetzt, um einen Druck von 80 kPa in dem elektri-
schen Ofen zu erzeugen. Wahrend der Druck in die-
sem elektrischen Ofen eingestellt wurde, wurde eine
Erhitzung auf 1.420°C vorgenommen, die dann flr
2 Stunden beibehalten wurde. AnschlieRend wurde
eine weitere Erhitzung auf 1.900°C vorgenommen,
die dann fir 3 Stunden beibehalten wurde. Daraufhin
wurde die Temperatur verringert.

[0068] Das Vergleichsbeispiel 1, das man in der
oben beschriebenen Art und Weise erhielt, wurde
einer qualitativen Analyse und einer quantitativen
Analyse unter Verwendung des Rdéntgenstrahl-Beu-
gungsverfahrens bei denselben Bedingungen unter-
zogen, wie jenen von Beispiel 1.

[0069] Als Ergebnis wurde bestétigt, dass ein Ver-
haltnis eines integrierten Wertes einer Réntgenstrahl-
Beugungsspitze, die die Existenz von C kennzeich-
net, relativ zu einer Gesamtzahl integrierter Wer-
te von Rontgenstrahl-Beugungsspitzen, die jeweils
samtlichen Bestandteilen entsprechen, die das Sili-
ziumcarbidpulver bilden, gréler als 50% war. Somit
wurde davon ausgegangen, dass das Innere des Sili-
ziumcarbidpulvers des Vergleichsbeispiels 1 nahezu
aus Kohlenstoff bestand und der Gehalt von Kohlen-
stoff, der als eine einfache Substanz vorhanden war,
gréler als 50 Massen-% war.

<Vergleichsbeispiel 2>

[0070] Siliziumcarbidpulver des Vergleichsbeispiels
2 wurden auf dieselbe Art vorbereitet, wie jene von
Beispiel 1, mit dem Unterschied, dass die Erhitzungs-
temperatur des Graphitschmelztiegels auf 1.950°C
eingestellt war, worauf eine qualitative Analyse und
eine quantitative Analyse mit Hilfe des Rontgenstrahl-
Beugungsverfahrens unter denselben Bedingungen
erfolgte, wie jenen bei Beispiel 1.
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[0071] Als Ergebnis wurde bestétigt, dass ein Ver-
héltnis eines integrierten Wertes einer Réntgenstrahl-
Beugungsspitze, die die Existenz von C kennzeich-
net, relativ zu einer Gesamtzahl integrierter Wer-
te von Roéntgenstrahl-Beugungsspitzen, die jeweils
samtlichen Bestandteilen entsprechen, die das Sili-
ziumcarbidpulver bilden, gréRer als 50% war. Somit
wurde davon ausgegangen, dass das Innere des Si-
liziumcarbidpulvers des Vergleichsbeispiels 3 nahe-
zu aus Kohlenstoff bestand und der Gehalt von Koh-
lenstoff, der als eine einfache Substanz vorhanden
war, gréer als 50 Massen-% war. Dies ist vermutlich
darauf zurlickzuflihren, dass die Heiztemperatur des
Graphitschmelztiegels zu gering war, mit dem Ergeb-
nis, dass die Reaktion von Silizium und Kohlenstoff
nicht bis zum Inneren desselben vorgedrungen war.

<Vergleichsbeispiel 3>

[0072] Siliziumcarbidpulver des Vergleichsbeispiels
3 wurden auf dieselbe Art vorbereitet, wie jene von
Beispiel 1, mit dem Unterschied, dass die Erhitzungs-
temperatur des Graphitschmelztiegels auf 2.250°C
eingestellt war, worauf eine qualitative Analyse und
eine quantitative Analyse mit Hilfe des Réntgenstrahl-
Beugungsverfahrens unter denselben Bedingungen
erfolgte, wie jenen bei Beispiel 1.

[0073] Als Ergebnis wurde bestétigt, dass ein Ver-
héltnis eines integrierten Wertes einer Réntgenstrahl-
Beugungsspitze, die die Existenz von C kennzeich-
net, relativ zu einer Gesamtzahl integrierter Wer-
te von Roéntgenstrahl-Beugungsspitzen, die jeweils
samtlichen Bestandteilen entsprechen, die das Sili-
ziumcarbidpulver bilden, gréRer als 50% war. Somit
wurde davon ausgegangen, dass das Innere des Si-
liziumcarbidpulvers des Vergleichsbeispiels 4 nahe-
zu aus Kohlenstoff bestand und der Gehalt von Koh-
lenstoff, der als eine einfache Substanz vorhanden
war, gréer als 50 Massen-% war. Dies ist vermutlich
darauf zurlickzuflihren, dass die Heiztemperatur des
Graphitschmelztiegels zu hoch war, mit dem Ergeb-
nis, dass das Silizium von dem Siliziumcarbid desor-
biert wurde, das durch die Reaktion von Silizium und
Kohlenstoff erzeugt wurde.

[0074] Die hier offenbarten Ausfiihrungsformen und
Beispiele sind lediglich veranschaulichend und in kei-
ner Hinsicht einschrankend. Der Geltungsbereich der
vorliegenden Erfindung ist durch die Begriffe der An-
sprliche, nicht durch die oben beschriebenen Ausfiih-
rungsformen definiert, wobei es beabsichtigt ist, dass
er beliebige Abanderungen innerhalb des Geltungs-
bereiches und Bedeutungen, die aquivalent zu den
Begriffen der Anspriiche sind, umfasst.

INDUSTRIELLE ANWENDBARKEIT

[0075] Die vorliegende Erfindung kann bei einem Si-
liziumcarbidpulver und einem Verfahren fir die Her-
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stellung des Siliziumcarbidpulvers Verwendung fin-
den.

BEZUGSZEICHENLISTE

1: Siliziumstlickchen; 2: Kohlenstoffpulver; 3: Ge-
misch; 4: Graphitschmelztiegel; 5: Siliziumcarbid-
kristallkorn; 6: Siliziumcarbidpulver-Prakursor.

Patentanspriiche

1. Siliziumcarbidpulver fir die Zichtung eines Sili-
ziumcarbidkristalls, wobei
das Siliziumcarbidpulver durch Erhitzen eines Gemi-
sches (3) aus Siliziumstickchen (1) und einem Koh-
lenstoffpulver (2) und anschlieliendem Pulverisieren
des Gemisches ausgebildet ist und im wesentlichen
aus Siliziumcarbid besteht,
99 Massen-% des Siliziumcarbidpulvers oder mehr
aus dem Siliziumcarbid ausgebildet sind,
das Siliziumcarbidpulver Bor mit einem Gehalt von 0,
5 ppm oder weniger und Aluminium mit einem Gehalt
von 1 ppm oder weniger enthalt, und
das Siliziumcarbidpulver einen durchschnittlichen
Korndurchmesser von nicht weniger als 10 pm und
nicht mehr als 2 mm hat.

2. Verfahren fir die Herstellung eines Siliziumcar-
bidpulvers fir die Siliziumcarbidkristallziichtung, um-
fassend folgende Schritte:

Vorbereiten eines Gemisches (3) durch Mischen von
Siliziumstickchen (1) und Kohlenstoffpulver (2);
Vorbereiten eines Siliziumcarbidpulver-Prakursors
(6) durch Erhitzen des Gemisches (3) bei einer Tem-
peratur von nicht weniger als 2.000°C und nicht mehr
als 2.500°C fir nicht weniger als 1 Stunde und nicht
mehr als 100 Stunden und anschlieendes Verrin-
gern der Atmospharendrucks; und

Vorbereiten des Siliziumcarbidpulvers durch Pulveri-
sieren des Siliziumcarbidpulver-Prakursors (6).

3. Verfahren fir die Herstellung des Siliziumcarbid-
pulvers nach Anspruch 2, bei dem das Kohlenstoff-
pulver (2) einen durchschnittlichen Korndurchmesser
von nicht weniger als 10 ym und nicht mehr als 200
pm hat.

Es folgen 2 Seiten Zeichnungen
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Anhéangende Zeichnungen
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